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【手続補正書】
【提出日】平成31年2月5日(2019.2.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１乃至第（ｎ＋１）（ｎは２以上の整数）のトランジスタと、
　第１乃至第ｎの容量素子と、
　第１乃至第ｎのノードと、
　第１及び第２の配線と、を有し、
　前記第ｉのノード（ｉは整数且つ１≦ｉ≦ｎ）は、前記第ｉの容量素子の第１の端子及
び前記第ｉのトランジスタのゲートに電気的に接続され、
　前記第１のトランジスタは、前記第１の配線と前記第２の配線との間の、導通又は非導
通を制御する機能を有し、
　前記第（ｉ＋１）のトランジスタは、前記第ｉのノードと前記第２の配線との間の、導
通又は非導通を制御する機能を有し、
　前記第１乃至前記第ｎのノードは、それぞれ、Ｊビット（Ｊは１以上の整数）のデータ
を保持する機能を有し、
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　前記第２乃至第（ｎ＋１）のトランジスタは、チャネル形成領域に酸化物半導体を含む
ことを特徴とする記憶装置。
【請求項２】
　メモリセルと、
　第１乃至第ｎの記憶回路と、
　第１及び第２の配線と、を有し、
　前記メモリセルは、第１乃至第（ｎ＋１）（ｎは２以上の整数）のトランジスタと、第
１乃至第ｎの容量素子と、第１乃至第ｎのノードと、を有し、
　前記第ｉのノード（ｉは整数且つ１≦ｉ≦ｎ）は、前記第ｉの容量素子の第１の端子及
び前記第ｉのトランジスタのゲートに電気的に接続され、
　前記第１のトランジスタは、前記第１の配線と前記第２の配線との間の、導通又は非導
通を制御する機能を有し、
　前記第（ｉ＋１）のトランジスタは、前記第ｉのノードと前記第２の配線との間の、導
通又は非導通を制御する機能を有し、
　前記第１乃至前記第ｎのノードは、それぞれ、Ｊビット（Ｊは１以上の整数）のデータ
を保持する機能を有し、
　前記第２乃至第（ｎ＋１）のトランジスタは、チャネル形成領域に酸化物半導体を含み
、
　前記第１乃至第ｎの記憶回路は、それぞれ、前記第１の配線に電気的に接続され、
　前記第１乃至第ｎの記憶回路は、それぞれ、前記第２の配線に電気的に接続され、
　前記第ｉの記憶回路は、前記第ｉのノードに保持されたデータを記憶する機能を有する
ことを特徴とする記憶装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２において、
　前記第１のトランジスタ上に、前記第２乃至前記第（ｎ＋１）のトランジスタが設けら
れ、
　前記第２乃至前記第（ｎ＋１）のトランジスタ上に、前記第１乃至前記第ｎの容量素子
が設けられ、
　前記第１のトランジスタはチャネル形成領域にシリコンを含むことを特徴とする記憶装
置。
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